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Реферат:
1. Дисертація присвячена вивченню адсорбції кисню на (100), (111), (112), (110) та віцінальних [3(110x( 0 1)] і
[5(110)x(0 1)] гранях вольфраму при низьких, включно до 5K, температурах. Для здійснення цих досліджень
було створено надвисоковакуумну установку типу "чорна камера". Низькотемпературні ТД спектри
адсорбційних станів молекулярного кисню мають три піки: з температурою десорбції 25, 27К незалежно від
кристалографічної орієнтації поверхні вольфраму та пік з температурою десорбції 45К, що тільки для W(111)
зміщується до 60К. Ці стани характеризуються енергіями активації десорбції 0,07, 0,08, 0,13 еВ (0,017 еВ для
W(111)). Заповнення адсорбційних станів відбувається послідовно. Для вивчення кінетики адсорбції кисню
використовувався метод молекулярного пучка при температурі газу в ефузивному джерелі 78-550K.
Встановлено подібність кінетики адсорбції кисню на (100), (112), (111) та віцінальних гранях вольфраму і якісну
відмінність кінетики адсорбції на початковій стадії на грані (110). Виходячи з двостадійної моделі кінетики
адсорбції та отриманих залежностей коефіцієнта прилипання від покриття, температури підкладки та
кінетичної енергії падаючих молекул, проаналізовані імовірні механізми утворення адсорбованої плівки для



досліджуваних систем. Виявлено роль власного і зовнішнього передстанів в адсорбційному процесі.
Встановлена дисоціативна природа адсорбції при 5К і вплив поверхневої атомної структури та дефектів на
кінетику адсорбції. Отримані результати демонструють здатність даних по кінетиці адсорбції бути джерелом
інформації відносно характеру потенціального бар'єру і ролі предстанів при дисоціативній адсорбції.

2. The thesis is devoted to study of oxygen adsorption on (100), (111), (112), (110) and vicinal [3(110x( 0 1)] і [5(110)x(0
1)] faces of a tungsten at low, down to 5K, temperatures. The UHV setup of the "black chamber" type has been
designed to accomplish these researches. It has been established that low-temperature ТD spectra of molecular
oxygen adsorption states posseses three peaks: at desorption temperatures 25K, 27K irrespective of
crystallographic orientation of the tungsten substrate, and the peak at desorption temperature 45K, which is
displaced to 60K only for W (111). The peaks correspond to multilayer condensation, physisorption and weak
molecular chemisorption states, respectively. Adsorption energies 0,07, 0,08, 0,13 eV (0,17 eV for W (111)) are
attributed to these states. Their occupation proceeds sequentially. The molecular beam technique has been
applied to study a adsorption kinetics at effusive sourse gas temperature of 78-550K. A Similarity of oxygen
adsorption kinetics on the (100),(112), (111) and vicinal tungsten faces and qualitative by different initial adsorption
kinetics on the (110) face were observed. The probable mechanisms of adsorbed film formation for the investigated
systems has been analyzed. A role of intrinsic and extrinsic precursor states during adsorption process has been
elucidated on the ground of two-stage model of adsorbed layer population and experimental date on dependences
of sticking probability on coverage, substrate temperature and kinetic energy of impinging molecules. An existence
of dissociative character of adsorption at 5K and effect of surface structure and defects on adsorption kinetics
have been prooved. The obtained results manifest a capability of the adsorption kinetics data to serve as a
informations sourse concerning the potential barrier nature and involvement of precursor states in dissociative
adsorption.
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